FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

16-Kbit-EPROM u 2716 c
statischer elektrisch programmierbarer und UV-léschbarer u 2716 c s1

Festwert-Speicherschaltkreis
Industrietypen und Amateurversion

Hersteller: VEB Mikroelektronik ,, Karl Marx” Erfurt TGL 43077
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. ® clektrisch programmierbarer, UV-
16schbarer Festwertspeicher

Spannung an allen Pins U vl -0,5 6,5 ® Speicherkapazitiit 16 384 bit

auBer Upy ) (16 Kbit)*

Programmierspannung U v =05 26:5 ® Speicherorganisation 2048 X 8 bit

Gesamtverlustleistung P, W) 1 R _ 0
o ® Betriebsspannung Uc=5t5%

Umgebungstemperatur A [°C} 0 70 -

Lagerungstemperatur 3, r°c) —55 125 [ Ruhe_stron}aufnahme unter 30 mA

® Zugriffszeit je nach Typ 350ns,

390 ns oder 450 ns*
Ein- und Ausginge TTL-kompati-
bel*

Statische Kennwerte

® bidirektionale Datenpins

. K ich . o Tri-State-Ausginge
Parameter (Bedingungen) urzzeichen min. typ. max. pe 50-ps-Programmierimpulse mit
Betriebsspannung Ucc vl 4,75 5,0 5,25 T}‘L-Pegel ) i
Betriebsspannung an Upg im  Upgg v Uec — 0,6 Uce Ucc + 0,6 L] l?mzelbyte-Programmmrung mog-
Nichtprogrammierzustand lich
Eingangs-L-Spannung Uy vl -03 038 ® zwei getrennte Freigabeeingiinge
Eingangs-H-Spannung Uy vl 2,0 Uec+1 (Enable-Einginge)
Eingangsreststrom (U, = 5,5V) I, [mA] 0,01 (0,1) ® 24poliges DIL-Keramikgehiuse
Ausgangsreststrom L [mA] 0,01(0.1) @ integrierte Eingangsschutzschaltun-
(Uy=55V;0E=Uy) gen
A -L- U, 0,4 (0,8
(I:Lsia; %S;;AS.%:::?Z 5V) * vl ©8) o Umgebungstemperatur 0...70 °C
Ausgangs-H-Spannung Uan vl 2,4 2,0) o nSGT-Technologie
(Ip = 0,4 mA; Uee =4,75V) ® Amateurtyp U 2716 C S1
Eingangskapazitiit an den Pins  C, [pFI 6 e EVP des U2716 C S1: 10,40 M
AQ0...A10; CE; OF
Ausgangskapazitit C, [pF] 12 *) Parameter werden fiir den Amateur-
Betriebstemperatur 9, [°C} 0 25 70 typ U 2716 C S1 nicht garantiert
Klammerwerte gelten fiir den Amateurtyp U 2716 CS1 Vergleichstypen

® pinkompatibel zum 2716 von Intel
® weitgehend pin- und funktionskom-

Statische Kennwerte der selektierten Typen
P patibel zum gesamten 2716-Typen-

Parameter (Bedingungen) Kurzzeichen C35 C39 C45 CSl1 spektrum, sowie zum K573 RF2
und K573 RF5 (SU) und zum
statische Stromaufnahme Iecor [mA] =120 <100 <100 <150 U 2616 D (PROM)
(CE=U;; 0E=Uy) ® pinkompatibel und bedingt signal-
statische Stromaufnahme im  Iccx [mA] = 30 < 25 = 25 = 50 kompatibel zum U6516 D
R_u_hezustang_ (SRAM)
(CE=Uy; OE=Uw)
Stromaufnahme an Uy im Ipror [mA] = 6 < 5 < 5 < 10
Lesebetrieb (Upg = 5,25V)
statische Stromaufnahme an | P [mA] =< 40 = 30 = 30 n. a. 8—AQ
Upg wihrend des Programmier- 74T
PR 8§ —A2
impulses 5—A3 D03

4—A4 D110
3—AS D211
2-4A8 D313
1—A7 D4r—14
23— A8 D515
22— A3 DEr—16
19—A10} D7p—17

18—9CE

n.a. = vom Hersteller fiir diesen Typ nicht gesondert angegeben

Dynamische Kennwerte der selektierten Typen

Parameter (Bedingungen) Kurzzeichen C35 C39 C45 CSi1 20 _25

Adressenzugriffzeit tavoy [ns] <350 <390 <450 <600 21—Upg

(CE= Uy OE=Up

CE-Zugriffzeit (OE = U,) teioy [ns] <350 <390 <450  n.a

Verzégerungszeit OE-Ausgang  to.py [ns} <120 =120 <120  n.a AO...A10 Adresseneingiinge

aktiv (CE=Up) DO0...D7 Datenein-/-ausgénge

Verzbgerungszeit OE-Ausgang  toyp, [ns] =100 =100 <100 n.a CE Chipaktivierungseingang

hochohmig OE Freigabeeingang fir die

Verzbgerungszeit CE-Ausgang  teunz [ns] =120 =120 =120 n.a. Datenausgénge

hochohmig Upg Programmiereingang
Uee Betriebsspannung

n.a. = vom Hersteller fiir diesen Typ nicht gesondert angegeben Ugs Masse
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Programmierbedingungen Amateurtyp U 2716 C S1
Parameter (Bedingungen) Kurzzeichen min. typ. max. Bei der Fertigung von Halbleiterbauele-
P K o ] 4 2s 2% menten fallen Bauelemente an, die
rogrammierspannung =® \ nicht allen Foraerungen der TGL ent-
ﬁﬁ;:::;i‘;%‘;:g;it f i :H {u(s:]] 22 % 30 sprechen und daher in der Industrie
BE-Vorhaltezeit toe s 2 keine Verwendung finden kdnnen.
Datenvorhaltezeit toven [us} 2 Beim Amateur-EPROM U 2716 C S1
Adressenhaltezeit terax fus) 2 kénnen die TGL-gerechten MeBwerte
OE-Haltezeit teroL {us] 2 bei verschiedenen Parametern nicht
Datenhaltezeit ~_ _ teox fps] 2 eingehalten werden. Dabei wird ein
(‘gé”%‘:‘)“gszen OE-Ausgang  tounze (ns} 0 120 Bauelement dann als S-(Sondermes-
= Y e sungs-)Typ deklariert, wenn mindestens
X&ﬁo(g(—%u :%23“ OF-Ausgang  to.oxe (ns] 120 ein Parameter dem Standard nicht ent-
T . . .
Programmierimpulsdauer toncr [ms] 45 50 55 spricht. Aus detll. D.atentabellen‘ sind die
CE-Anstiegs- und Abfalizeit tegan [ns} 10 Grenzen der moglichen Abweichungen
ersichtlich.
Der Hersteller des U 2716 C S1 garan-
. tiert, daB sich mindestens ein Spei-
Betriebsarten des U2716 C cherbreich von 1 KByte programmieren
. . .. 14Bt. Der hochstwertigste AdreBeingang
Betriebsart Anschlug3 (P; Ausginge X .
clrichsa schiub (Fin) useang A10 ist demzufolge fest mit H- oder L-
CE/PGM (18) OE(20) Ugx(2l) (DO0..D7) Potential zu verbinden. Da dieser Feh-
ler aber nur bei manchen Exemplaren
Lesen U Uy Ucc Datenausgabe auftritt, sollte man unbedingt eine Test-
Ruhezustand (standby) Uy Upo.Un  Uce hochohmig programmierung  vornehmen. Ge-
Programm?eren Uy, auf Uy, gepulst Un Upe Dateneingabe schickte Programmierer kénnen even-
gg:;m;::fgg:s“e g“ 8“ gl"‘ Egsﬁgzﬁfgbe tuell ihre Software so gestalten, daB die
amm I H PR : . . A
Ausginge nicht ausgewdhlt U, Un Uge hochohmig nichtprogrammierbaren Bytes nicht sto

Funktionsbeschreibung

ren.

Allgemeines

Der Schaltkreis U 2716 C ist ein stati-
scher elektrisch programmierbarer und
UV-loschbarer Festwertspeicher
(EPROM) mit einer Speicherkapazitit
von 16384 bit. Er hat eine Speicheror-
ganisation von 2K X 8bit. Zur Spei-
cherzellenauswahl stehen 11 AdreBlei-
tungen (A0...A10) zur Verfigung.
A0...A3 steuern dabei die Spaltenaus-
wahl und A4...A10 die Zeilenauswahl.
Die Ausgabe erfolgt iiber acht Datenlei-
tungen DO0...D7, die im Programmier-
modus als Dateneingabe funktionieren.
Die Datenausgiinge besitzen Tri-State-
Stufen und konnen somit in den hoch-
ohmigen Zustand geschaltet werden.
Der U 2716 C besitzt einen Chipakti-
vierungseingang CE und einen Eingang
zur Freigabe der Datenausginge OE.
Die Datenausgiinge sind in Ruhezu-
stand (CE = U,y) hochohmig. Die Chip-
aktivierung erfolgt mit CE = U,.. Mit
dem Eingang OFE konnen die Datenaus-
ginge beeinfluBt werden, dabei muf
der Schaltkreis iiber CE = U, aktiviert
sein. Die Freigabe der Datenausginge
DO0...D7 erfolgt mit OE=U,. . Bei
OE = Uy befinden sie sich im hochoh-
migen Zustand.

Im Programmiermodus befindet sich
der Schaltkreis dann, wenn an Upg eine
Spannung von 25,5V (+0,5V/-15V)
liegt. Die Versorgungsspannung betrigt
dabei Uge=5V 0,25V, Mit H-Im-
pulsen an CE kénnen die Daten einge-
schrieben werden.

Der Schaltkreis hat nach jeder UV-L6-
schung bzw. nach Auslieferung an allen
Ausgingen H-Pegel. Beim Programmie-
ren werden nun die entsprechenden

Datenbits in den L-Zustand {iberge-
fithrt. Es ist nicht notwendig, in einem
Programmierzustand sequentiell alle
Speicherplidtze zu programmieren. Eine
Einzelbyteprogrammierung ist mog-
lich.

Betriebsarten des U 2716 C
im Programmiermodus

® Programmieren

Zum Programmieren des EPROMs ist
bei anliegender Programmierspannung
Uspg, OE = Uy, sowie bei stabilen Daten
und Adressen CE fiir teyc, an Uy zu le-
gen. Es muBl darauf geachtet werden,
da die Programmierspannung Upg
gleichzeitig oder nach der Betriebs-
spannung Ucc eingeschaltet und gleich-
zeitig mit oder vor der Betriebsspan-
nung Ugc wieder abgeschaltet wird.
Andernfalls ist das EPROM gefihrdet.
Der Schaltkreis darf deshalb beim An-
liegen der Programmierspannung Upg
weder in eine spannungfithrende IS-
Fassung gesteckt noch aus ihr entnom-
men werden. Programmiergerite und
entsprechende Zusatzmodule fiir die
verschiedensten Computertypen sind in
der Literatur beschrieben worden.

® Programmiersperre

Bei anliegender Programmierspannung
Upr wird die Programmierung mit
OE = U, gesperrt. In diesem Zustand
kOnnen die Adressen und Daten ge-
wechselt werden.

® Programmierkontrolle
In dieser Betriebsart kann bei anliegen-
der Betriebsspannung der Inhalt des

adressierten Datenwortes an den Da-
tenausgingen gelesen werden.

Loschen des EPROMs

Die elektrisch einprogrammierten In-
formationen kénnen mit Hilfe von UV-
Licht durch das auf der Oberseite des
Schaltkreises befindliche Fenster ge-
16scht werden. Zur Anwendung kom-
men dabei UV-C-Strahler mit einer
Strahlendosis von:

Omin = 15 Ws/cm? fiir Quarzglasfenster
oder

Smin = 30 Ws/cm? fiir Keramikdeckel
mit Ayy = 254 nm.

Der Abstand zwischen Gehiduseober-
kante und Lampenkolben soll 2,5c¢cm
sein. Die LOschzeit betrdgt etwa das
Dreifache der latenten Loschzeit. Die
latente Loschzeit ist die Zeit, nach
der die Speicherinformation gerade
nicht mehr nachweisbar ist. Die Losch-
zeit soll aber mindestens 10 min betra-
gen.

Es werden mindestens 20 Programmier-
Losch-Zyklen garantiert. Die Loschzeit
erhoht sich bei steigender Anzahl von
Programmier-Losch-Zyklen.

-thie
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